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1) 400 mw bei T(. = 25 °C

Silizium-Z-Dioden

= Kennwerte (Ta = 25°C) T
Ptot UZ bei IZ = 5 mA er&x TKUZ UF bei IF UR bei IR form
(mW) v) (Ohm) @ &1 % maA) | ) | (mA)
SZX 21/13 12,6 ... 14,0 25 +0,065 ... +0,09 7
/15 13,8 ... IS 30 +0,07 ... +0,09 10
/16 2501 15.8 .. 17,0 40 +0,07 ... +0,09 1,0 50 10 1 88
/18 16,8 ... 19,0 55 +0,07 ... +0,09 10
/20 18,8 ... 21,0 55 +0,07 ... +0,09 10
/22 20,8 ... 23,0 55 +0,07 ... +0,09 12
/24 22.8 ... 25,6 80 +0,075 ... +0,095 12

1) 400 mW bei Tc =15
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